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１．概要（Summary） 

ICP エッチングは半導体デバイスのトレンチ構造形成

などに必要とされる半導体プロセスの一つである。ICP エ

ッチングを繰り返す際の電気的特性劣化及び、ダイヤモ

ンド半導体表面のエッチングダメージ層の形成が報告さ

れていることからダメージフリーな ICP エッチング技術の

向上を目的として、角度分解光電子分光法(AR-XPS)を

用いて ICP エッチング表面の評価を実施した。その結果、

ICP エッチング表面では未処理領域では見られないサブ

ピークを観察することができた。このピーク由来の化学結

合状態が電気的特性の劣化の一因となっている可能性

は、今後の検討課題と考えている。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

エックス線光電子分光分析装置(XPS) 

【実験方法】 

MPCVD （ Microwave Plasma Chemical Vapor 

Deposition）装置を用いて導電性ダイヤモンド(001)上に

p-型ダイヤモンド層を 3 µm成長させた後、基板の半分を

ダイヤマスクで保護して、ICPエッチング処理をした。 

ICP エッチング後にダイヤマスクを外し、ICP エッチン

グ領域と非処理領域の表面状態を AR-XPS を用いて評

価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ICP エッチング領域と非処理領域の C 1s スペクトルを

Fig. 1 に示す。検出角度は 20°で光電子検出深さは

1.1 nmに相当する。ICPエッチング領域では Fig. 1に

おいて、矢印で示した、サブピーク(285.5 eV 付近)の強

度が非処理領域よりも高かった。このサブピークは C-Hx

由来であるとの報告がある。[1] このピークが電気的特性

の劣化の指標となるかどうかは今後電気特性評価実験等

を経て、議論していく。 

Fig. 1 C 1s spectrum measured by AR-XPS. 
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